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Beschreibung 



Anordnung mit lichteiaittierendem Leistungshalbleiterbauele- 
ment sowie Verfahren zur Herstellung derselben 



Die Erfindiing betrifft eine Anordnung nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1 sowie eine Verfahren zur Herstellung einer 
derartigen Anordnung gemSB Anspruch 19. 

Es ist bereits bekannt, ein lichtemittierendes Leistvmgshalb- 
leiterbauelement, insbesondere Halbleiterlaser, auf einer 
Kupferplatte anzubringen, und die Kupferplatte zur effizien- 
ten Ableitung der in dem Leistungshalbleiterbauelement umge- 
setzten VerlustwSrme mit einer WasserkUhlung zu koppeln. Die 
Verbindung zwischen der Kupferplatte und dem Leistungshalb- 
leiterbauelement kann dabei durch LOten oder Kleben reali- 
siert sein. ■ .....^ 

Ferner ist es bereits bekannt, das Leistungshalbleiterbauele- 
ment einer derartigen Anordnung zum Schutz vor Umgebungsein- 
fiassen in einem Gehause unterzubringen. Das Gehause wird 
Ublicherweise durch die Kupferplatte selbst und eine auf der 
Kupferplatte aufsitzende, das Leistungshalbleiterbauelement 
umgebende Metallkappe gebildet. 

Die bei dieser bekannten LOsung in der Praxis auftretenden 
Schwierigkeiten betreffen hauptsachlich die thermische 
und/oder mechanische Ankopplung des Leistungshalbleiterbau- 
elements an die Warmesenke (Kupferplatte) und die Auskopplung 
der optischen Nutzleistung aus dem Gehause, Hinsichtlich des 
ersten Aspekts ist problematisch, daB zwischen den thermi- 
schen Ausdehnungskoeffizienten der Ublicherweise verwendeten 
Halbleitermaterialien (z.B. GaAs) und dem thermischen Ausdeh- 
nungskoef-fizienten von Kupfer eine groBe Differenz (etwa Fak- 
tor 3) vorhanden ist. Dadurch besteht die Gefahr, daB das 
VerbindungsgefUge (beispielsweise Lotung oder Klebung) zwi- 
schen dem Leistungshalbleiterbauelement und der Kupferplatte 
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mit der Zeit mechanisch beeintrachtigt wird, wodurch der War- 
meiibergangswiderstand zunimmt und im Extremfall sogar ein Ab- 
platzen des Leistungshalbleiterbauelements auftreten kann* 
Hinsichtlich des zweiten Aspekts ist zur Auskopplung der op- 
tischen Laserleistung aus dem Gehause ein gegebenenf alls mit 
einer Optik versehenes Austrittsf enster oder - bei Verwendung 
eines Lichtwellenleiters - eine Wellenleiterdurchf iihrung 
durch die Metallkappe erf orderlich. Hier treten in der Pra- 
xis nicht selten Justageschwierigkeiten auf. 

DarUber hinaus ist nachteilig, dafl die erwahnte Anordnung 
aufgrund des Metallkappengehauses mit Lichtaustrittsf enster 
Oder Wellenleiterdurchfuhrung in der Herstellung relativ teu- 
er ist und einen aufwendigen Montageablauf erforderlich 
macht . 

Der Er:findung liegt die Aufgabe zugrunde, eine einfach aufge- 
^baute und kostengtinstig herstellbare Anordnung mit einem ein- 
gehausten, vor Umwelteinf lUssen geschiitzten lichtemittieren- 
den Leistungshalbleiterbauelement zu schaffen. Ferner zielt 
die Erfindung darauf ab, ein Verfahren zur Herstellung einer 
derartigen Anordnung anzugeben, das f ertigungstechnisch ein- 
fach und kostengtinstig durchfUhrbar ist* 

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird durch die 
Merkmale der Ansprtiche 1 und 19 gelost. 

GemaB der Erfindung ist das Leistungshalbleiterbauelement in 
einem Kunststof f schutzkorper untergebracht , woi>ei die Ablei- 
tung der Verlustwarme hauptsachlich iiber die metallische Tra- 
gerstruktur erfolgt. Der Kunststof f schutzkorper kann bei- 
spielsweise durch einfaches Anspritzen einer aushMrtenden 
Kunststof fmasse an die vorgef ertigte Tragerstruktur geschaf- 
fen werden. Die im Stand der Technik zur Einhausung verwen- 
dete Metallkappe entfallt. Der wesentliche Vorteil des er- 
f indungsgemafien Aufbaus besteht darin, dafi er in einfacher 
und kostengUnstiger Weise realisierbar ist und dennoch den 
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praktischen Erf ordernissen hinsichtlich der Abftihrung von 
thermischer Verlustleistung und der Auskopplung der optischen 
Nutzleistung in vollem Mafie genUgt. 

Vorzugsweise ist die TrSgerstruktur ein aus einem Metall- ' 
blech, insbesondere einem Leadframe gef ertigtes Vereinze- 
Ixingsteil, insbesondere Stanzteil. Leadframes werden in gro- 
Bem Umfang als Trager ftlr herkommliche elektronische Bauele- 
mente eingesetzt und konnen mit vorhandenen Fertigungstechni- 
ken kostengtlnstig in groBen StUckzahlen hergestellt werden. 

Nach einer bevorzugten Aus ftihrungs form der Erfindung steht 
die Tragerstruktur mit einem KUhlmedixam, insbesondere Wasser 
in thermischem Kontakt und wird von diesem zumindest teilfla- 
chig um- oder angestromt. Auf diese Weise kann auch mit ver- 
haltnismaBig dUnnwandigen Tragerstrukturen eine ausreichende 
KUhlwirkung erreicht werden* Es is t~ jedoch auch moglich, oh- 
ne ein Ktihlmedium zu arbeiten. In diesem Fall erfolgt die 
Entwarmung des Leistungshalbleiterbauelements uber die Fest- 
korper-Warmeableitiing entlang der bzw, durch die Tragerstruk- 
tur. Die Tragerstruktur muB dann in geeigneter Weise tiber 
eine gut warme (ab) leitende Verbindung mechanisch gehaltert 
sein . 

^Eine Ausfuhrungsvariante kennzeichnet sich dadurch, dafl die 
/Tragerstruktur mit einem Mikrokanale und/oder Mikrolamellen 
aufweisenden Warmeaustauschkorper versehen ist. Derartige 
MikrokUhler sind als solche bereits bekannt und beispielswei- 
se in der DE 43 15 580 Al beschrieben. Die Mikrokanale 
und/oder Lamellen konnen beispielsweise durch Laserbearbei- 
tung, Frasen, Stanzen oder Galvanotechnik realisiert sein und 
sind zweckmaBigerweise in unmittelbarer Nahe des Leistungs- 
halbleiterbauelements an der Unterseite der Tragerstruktur 
angebracht. Dadurch wird eine effiziente thermische Ankopp- 
lung des Leistungshalbleiterbauelements an den Warmeaus- 
tauschkorper erreicht. 
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Der Kunststof fschutzkorper kann zweckmafiigerweise sowohl aus 
einem Thermoplast als auch aus einem Duroplast bestehen, wo- 
bei sich in der Praxis aus einem Thermoplast bestehende 
Kunststof fschutzkorper als besonders geeignet erwiesen haben. 
Es konnen aber auch andere Kunststoffe, beispielsweise Giefi- 
harze oder Globetopmassen zum Aufbau des Kunststof fschutzkor- 
pers eingesetzt werden. 

Eine unter Kostengesichtspunkten besonders bevorzugte Ausfiih- 
rungsform der Erfindung kennzeichnet sich dadurch, daB der 
Kunststof fschutzkorper durch Anspritzen an die Tragerstruktur 
angeformt wird und das Leistungshalbleiterbauelement bis auf 
den ausgesparten Lichtaustrittsbereich seitlich und decken- 
seitig im wesentlichen formbiindig umschlieiit, Der ausgespar- 
te Lichtaustrittsbereich kann dabei beispielsweise durch ein 
vor dem Anspritzschritt geeignet positioniertes und spater zu 
entfernendes Abstandsteil oder durch einen Lichtwellenleiter 
realisiert sein. 

In alternativer Weise kann der Kunststof fschutzkorper auch in 
Form eines separat vorgef ertigten GuBteils oder Spritzteils 
realisiert sein. 

Vorzugsweise besteht der Kunststof fschutzkorper aus einem im 
wesentlichen opaken Kunststof fmaterial . Es hat sich gezeigt, 
daB optisch durchsichtige Kunststof fmaterialien zumeist eine 
deutlich schlechtere Anpassung an die thermische Ausdehnung 
des Leistungshalbleiterbauelements im Betrieb aufweisen. 
Durch Einbringen von dispergierten Enillstof fpairtikeln, insbe- 
sondere Glaspartikeln in den Kunststof fschutzkorper kann die 
thermische Anpassung zwischen Leistungshalbleiterbauelement 
und Kunststof fschutzkorper giinstig beeinfluBt und ggf . noch 
weiter verbessert werden. 

Nach einer bevorzugten Aus fiihrungs form ist ein optisch an das 
lichtemittierende Leistungshalbleiterbauelement angekoppelter 
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Lichtwellenleiter vorgesehen, der das emittierte Licht aus 
dem Kunststof f schutzkorper herausfUhrt • 

Der Lichtwellenleiter kann je nach dem konkreten Bedarfs- 
5 bzw. Einsatzfall gezielt vorgebbare Lichtwellen-FUhrungs- 
eigenschaf ten aufweisen. Beispielsweise kann der Lichtwel- 
lenleiter mit einer an seinen Langsseiten vorgesehenen Be- 
schichtung, insbesondere SiOa-Beschichtung versehen sein. 

0 Dariiber hinaus kann ziom Zwecke einer geeigneten Lichtwellen- 
fahrung auch eine interne, eine Mehrzahl von Einzellichtwel- 
lenleitern realisierende Strukturierung des Lichtwellenlei- 
ters von Vorteil sein. Eine derartige Strukturierung kann in 
an sich bekannter Weise beispielsweise durch ein lonenaus- 
5 tauschverf ahren oder ein planares Verfahren (laterale Struk- 
turierung einer lichtwellenleitenden Kernschicht zwischen 
zwei Mantelschichtenim Lichtwellenleiter) erreicht werden, 
Gemafi der Erfindung kann dabei die optische Eintritts- und 
die optische Austrittsquerschnittsf lache beztiglich eines Ein- 
0 zellichtwellenleiters unterschiedlich groB gewahlt werden und 
es ist auch moglich, beziiglich mehrerer Einzellichtwellenlei- 
ter die geometrische Anordnung der optischen Eintrittsquer- 
schnittsf lachen unterschiedlich zu der geometrischen Anord- 
nung der Austrittsquerschnittsf lachen zu gestalten. Durch 
5 diese konstruktiven Maflnahmen lafit sich eine sehr definierte 
und nach Wunsch vorgebbare Lichtintensitatsverteilung am Aus- 
trittsbereich des Lichtwellenleiters schaffen. 

Bei Vorsehen eines derartigen Lichtwellenleiters kennzeichnet 
0 sich ein herstellungstechnisch gilnstiger Verf ahrensablauf da- 
durch, dafl der Lichtwellenleiter in dem bereits erwahnten An- 
spritzschritt vollstandig in den Kunststof f schutzkorper ein- 
gehullt wird und daB in einem nachf olgenden Schritt eine 
Lichtaust-rittsf lache des Lichtwellenleiters im Bereich des 
5 AuBenumfangs des Konturbereichs beispielsweise durch Abbre- 
chen eines an dem Kunststof f schutzkorper vorhandenen Kunst- 
stof fuberstands freigelegt wird. Wird anstelle des Lichtwel- 
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lenleiters in alternativer Weise ein Abstandsteil (Opferteil) 
zur Schaffung des Lichtaustrittsbereichs verwendet, wird in 
dieseiti Fall (d.h. bei Vorhandensein eines Kunststof f Oberstan- 
des) zunachst der Kunststof f Uberstand abgebrochen und danach 
5 das Abstandsteil durch Herausziehen entfernt. 

Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den 
Unteranspriichen angegeben . 

10 Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines einzigen Ausftih- 
rungsbeispiels unter Bezugnahitie auf die Zeichnung beschrie- 
ben; in dieser zeigt: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer er f indungsgemaflen 
15 Anordnung im AufriB; 

Fig. 2 eine" schematische Darstellung der in Fig, 1 gezeigten 
Anordnung in Draufsicht; 

20 Fig. 3 eine Einzelheit X der in Fig. 1 gezeigten Anordnung; 

Fig. 4 eine Einzelheit Y der in Fig. 3 gezeigten Anordnung; 
und 

Q 25 Fig. 5 eine Prinzipdarstellung zur Erlauterung des endseiti- 
^ ^ gen Freilegens eines optischen Wellenleiters . 



Nach den Fig. 1 und 2 weist eine er f indungsgemai5e Anordnung 
einen aus Cu bestehenden Trager 1 auf. Bei dem hier darge- 

30 stellten Trager 1 handelt es sich urn ein TO 220 Leadframe/ 
das in der Technik standardmaiiig als Trager fur Halbleiter- 
transistoren verwendet wird. Der Trager 1 ist an seinem ei- 
nen Ende mit einer Metallasche 2 verbunden, die den Trager 1 
in Art ei-ner elektrischen Zuleitung kontaktiert und ferner 

35 auch als mechanische Halterung des Tragers 1 dienen kann. 
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Auf einer Oberflache der Tragers 1 ist ein Leistungs- 
halbleiterlaser 3 montiert. Der Trager 1 bildet den ersten 
elektrischen AnschluS des Leistungshalbleiterlasers 3, Der 
Leistungshalbleiterlaser 3 ist in Form eines Laserbarrens 
5 ausgefUhrt, der sich in Querrichtung bezuglich einer in Fig. 
2 dargestellten Mittellangsachse A der Anordnung erstreckt. 

An seiner von dem Trager 1 abgewandten Oberseite wird der 
barrenf ormige Leistungshalbleiterlaser 3 von zwei Bondleitun- 
10 gen 4a, 4b elektrisch kontaktiert. Die Bondleitungen 4a, 4b 
realisieren den zweiten elektrischen AnschluB des Leistungs- 
halbleiterlasers 3. 
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Der Trager 1 ist an seiner Unterseite mit einem integrierten 
15 MikrokUhler ausgestattet (siehe auch Fig. 3) . Der Mikrokiihler 
umfafit einen KUhlmittelzulauf kanal 5a und einen KUhlmittelab- 
laufkanal 5b, die sich parallel und in Projektion beidseitig 
des Leistungshalbleiterlasers 3 erstrecken. Die beiden KUhl- 
mittelkanale 5a/ 5b stehen tiber einen als integrale Lamellen- 
20 struktur ausgebildeten Warmeaustauschkorper miteinander in 
Fluidverbindung . Neben oder anstelle der Lamellenstruktur 
konnen auch andere Mikrostrukturen, z.B. Mikrokanale, in dem 
Warmeaustauschkorper realisiert sein. Aufgrund der grofien 
Oberflache der Lamellen 6 wird ein sehr effizienter Warmeaus- 
25 tausch zwischen den Lamellen 6 und der durch die Lamellen 6 

)hindurchstromenden KUhlf liissigkeit, insbesondere Wasser, ge- 
wahrleistet. Dadurch kann die von dem Leistungshalbleiterla- 
ser 3 auf den Trager 1 (Warmesenke) tibertragene Verlustwarme 
liber den Mikrokiihler rasch und effizient abgefiihrt werden. 
30 Dabei kann die zwischen dem Leistungshalbleiterlaser 3 und 
dem Warmeaustauschkorper verlaufende Bodenstruktur des Tra- 
gers 1 sehr dUnnwandig sein und beispielsweise eine Starke 
von weniger als 1 mm, insbesondere etwa 0,2 mm aufweisen, wo- 
durch ein kurzer Warmeleitungsweg mit geringem Warmeleitungs- 
35 widerstand realisiert wird. 
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Der Leistungshalbleiterlaser 3 ist als ein in einer Parallel- 
ebene zu der Mittellangsachse A eraittierender Kantenemitter 
ausgefUhrt. Das emittierte Laserlicht wird, wie im folgenden 
noch naher anhand Fig. 4 beschrieben, mittels einer Zylinder- 
linse 7 in einen auf dem Trager 1 fixierten Lichtwellenleiter 
8 eingekoppelt . Der Lichtwellenleiter 8 kann aus Glas beste- 
hen und ist, wie in Fig. 2 erkennbar, beispielsweise als op- 
tische Platte mit rechteckiger Umf angskontur und einer Breite 
im Bereich von 5 bis 10 mm ausgebildet. 

Gemafi der Erfindung ist bei der hier dargestellten Ausftih- 
rungsform die aus Leistungshalbleiterlaser 3, Lasche 2, Bond- 
drahten 4a, 4b und Lichtwellenleiter 8 gebildete Anordnung 
von einer ein Schutzgehause 9 bildenden Kunststof fmasse, ins- 
besondere einem Thermoplast umhiillt. Der Lichtwellenleiter 8 
ist dabei bis zu einer Kante 10 des Schutzgehauses 9 gefiihrt. 
Er kann in derbereits beschriebenen Weise als strukturierter 
Lichtwellenleiter ausgebildet sein . 

In dem hier gezeigten Trager 1 (d.h. einem TO 220 Leadframe) 
ist eine Montageof f nung 11 vorgesehen, die bei der ublichen 
Verwendung des TO 22 0 Leadframes zur Anbringung eines Transi- 
stors genutzt wird und ftir die vorliegende Erfindung somit 
nicht von Bedeutung ist. 

Die Fig. 4 zeigt die in Fig. 3 eingezeichnete Einzelheit Y in 
vergroBerter Darstellung, Zwischen dem Leistungshalbleiter- 
laser 3 und dem Trager 1 einerseits und dem Leistungshalblei- 
terlaser 3 und den in Fig. 4 nicht dargestellten Bondleitun- 
gen 4a, 4b andererseits sind jeweils mit einer AuSn- 
Beschichtung verlotete Mo-Folien 12a, 12b vorgesehen. Dabei 
ist die untere Mo-Folie 12*a beidseitig und die obere Mo-Folie 
12b zumindest unterseitig, d.h. an der dem Leistungshalblei- 
terlaser -3 zugewandten Seite, mit der AuSn-Lotbeschichtung 
versehen. Die Mo-Folien 12a, 12b dienen zur Kompensation von 
mechanischen Spannungen, die aufgrund der bereits angespro- 
chenen Fehlanpassung beziiglich des thermischen Ausdehnungs- 
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verhaltens zwischen GaAs-Leistungshalbleiterlaser 3 und Cu- 
Trager 1 bzw. Cu-Bondleitungen 4a, 4b auftreten. Durch den 
beschrieben Aufbau wird eine dauerhaft mechanisch und ther- 
misch stabile Anbindung des Leistungshalbleiterlasers 3 an 
den Trager sowie an die Bondleitungen 4a, 4b bewirkt. Dar- 
liber hinaus sorgt die obere Mo-Folie 12b fUr eine gleichmafii- 
ge verteilung der auftretenden hohen Betriebsstrome iiber die 
Oberflache des Leistungshalbleiterlasers 3. 



10 Die sich im Strahlengang Z hinter dem Lichtaustritt an der 

emittierenden Kante 13 des Leistungshalbleiterlasers 3 befin- 
dende Zylinderlinse 7 kann beispielsweise einen Durchmesser 
von etwa 50 nm bis 500 aufweisen. Sie dient dazu, das an 
der Kante 13 mit einer gewissen Strahldivergenz aus dem Lei- 
15 stungshalbleiterlaser 3 austretende Laserlicht auf eine 

Lichteintrittsf lache 14 des Lichtwellenleiters 8 zu konzen- 
trieren oder zu fokussiereri-^und ist daher sowohl von der Kan- 
te 13 als auch von der Lichteintrittsf lache 14 beabstandet. 
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Die Lage der Zylinderlinse 7 kann durch zwei nicht darge- 
stellte rahmenfeste Anschlage definiert sein, die an den 
Stirnseiten des barrenf ormigen Leistungshalbleiters 3 in 
Richtung der Mittellangsachse A mit einem definierten Abstand 
iiber die lichtemittierende Kante 13 des Leistungshalbleiter- 
lasers 3 hervorstehen. Die rahmenfesten Anschlage konnen in 
nicht dargestellter Weise beispielsweise in die untere Mo- 
Folie 12a eingearbeitet sein. 



Zur Herstellung der dargestellten Anordnung wird zunachst der 
30 Trager 1 bereitgestellt , Dabei kann es sich be i- dem Trager 1 
entweder urn eine bereits vorgef ertigte, separate Komponente 
(beispielsweise Stanzteil)' handeln, oder es kann im Rahmen 
der Leadf rame-Technik eine Mehrzahl von Tragern 1 als Monta- 
gefelder -in einem panelartigen Metallblech oder einem konti- 
35 nuierlichen Metallband (beides wird als Leadframe bezeichnet) 
bereitgestellt werden. In dem zweiten Fall ist vorteilhaft, 
dafi ein Teil oder auch samtliche der im folgenden beschriebe- 



GR 98 P 2530 DE ' .".o", .°',o"'. 

e o OO* • o a ooo o oao » o 
o o o « • « • 

10 

nen Prozefischritte zur Herstellung der erf indungsgemaBen An- 
ordnungen im Verbund, d.h. geineinsam auf dem Metallblech bzw. 
Metallband (Leadframe) durchgefiihrt werden konnen. 

5 Es wird dann zunachst der Leistungshalbleiterlaser 3 in der 
bereits beschriebenen Weise auf dem Trager 1 durch Loten be- 
festigt und mittels der Bondleitungen 4a, 4b elektrisch kon- 
taktiert . 

0 Nachfolgend wird die Zylinderlinse 7 im Bereich ihrer axialen 
Enden an die beiden erwahnten rahmenfesten Anschlage gescho- 
ben und in dieser Lage an den Anschlagen oder dem Trager 1 
fixiert. Danach - oder auch bereits vor dem Einbringen der 
Zylinderlinse 7 - wird der Lichtwellenleiter 8 an dem Trager 
5 1 durch Kleben oder dergleichen festgelegt. Schlieiilich wird 
der Freiraum zwischen der Lichteintrittsf lache 14 des Licht- 
wellenleiter 8 und der Zylinderlinse 7 mit einem kleinen 
Tropfen transparenten Kunststoff 17, beispielsweise Silikon 
verfullt . 

0 

Im gleichen Arbeitsschritt kann auch der Freiraum zwischen 
der lichtemittierenden Kante 13 des Leistungshalbleiterlasers 
3 und der Zylinderlinse 7 mit dem transparenten Kunststoff 17 
verfullt werden. Es ist auch moglich, den oder die genannten 
5 Freiraume oder den gesamten Bereich zwischen dem Lichtwellen- 
leiter 8 und dem Leistungshalbleiterlaser 3 geeignet abzudek- 
ken, so dafi sich beim nachf olgenden Anspritzschritt des 
Kunststoff schutzgehauses 9 dort ein Hohlraum (d.h. eine Luft- 
kammer) ausbildet. Durch die genannten Mafinahfnen wird ver- 
0 mieden, dafi beim Anspritzschritt Kunststof fmaterial des 

Schutzgehauses 9 in den Strahlengang eintritt und diesen un- 
terbrechen oder verschatten kann. 

In einem -folgenden Schritt wird das Schutzgehause 9 ange- 
5 bracht. Das Anbringen des Schutzgehauses 9 kann beispiels- 
weise durch direktes Anspritzen mittels eines opaken Thermo- 
plastmaterials bei einem Druck von 80 bis 110 bar und einer 



GR 98 P 2530 DE 



o 
o 
o 



oo 



o o 
o o 



o o 
o o 

090 A O 



o & 



« o 
o o 



«o 



o 

o 

e o o o 



a 
o 



o o 

• o 

o 

e a o • 



o o 



o 



00 900 o 

00 00 o» 00 




11 



Prozeflteinperatur von 180^C erfolgen. Dabei wird auch eine in 
den Fig. 2 und 3 gezeigte Verankerungsausnehmung 15 am Trager 
1 mit Thermoplastmaterial gefUllt. Die Aushartung kann bei 
etwa 175°C durchgeftlhrt werden und dauert etwa 2 Stunden. Es 
sind je nach verwendetem Kiinststoff auch andere Herstellungs- 
parameter moglich. Das Schutzgehause 9 ist dann liber die 
Verankerungsausnehmung 15 fest mit dem Trager 1 verbunden. 
Zur Ausbildung einer unlGsbaren Verbindung kann die Veranke- 
rungsausnehmung 15 mit einer Rdckhalteverzahnung versehen 
sein. 

Vorzugsweise werden in den flUssigen Thermoplast vor dem An- 
spritzschritt Glaspartikel eingebracht, wodurch seine thermo- 
mechanischen Eigenschaf ten gUnstig beeinfluflt werden. 

Nach dem Anspritzschritt wird eine Lichtaustrittsf lache des 
Lichtwellenleiters 8 am Umfangsbereich des Schutzgehauses 9 
freigelegt. Nach Fig. 5 ist zu diesem Zweck am Schutzgehause 
9 ein hervorstehender Kunststof fOberstand 16 vorgesehen, der 
einen Endbereich des Lichtwellenleiters 8 lomhiillt. Die 
Lichtaustrittsf lache kann durch einfaches Abrechen oder Ab- 
schneiden des Kunststof fiiberstandes 16 erzeugt werden. Gege- 
benenfalls kann die Lichtaustrittsf lache zur Erhohung ihrer 
optischen Qualitat nachfolgend noch anpoliert werden. 

Wenn die er f indungsgemafle Anordnung ohne einen Lichtwellen- 
leiter 8 ausgefUhrt werden soli, wird vor dem Anspritzschritt 
anstelle des Lichtwellenleiters 8 ein im wesentlichen ent- 
sprechend geformtes Abstandsteil verwendet. D^s Abstandsteil 
wird nach dem Anspritzschritt entfernt und laBt in dem 
Schutzgehause einen komplementar geformten Lichtaustrittska- 
nal zurtick. 

Sofern die genannten Prozefischritte fiir mehrere erf indungsge- 
maiie Anordnungen gemeinsam auf einem Leadframe durchgefuhrt 
wurden, wird dieser anschlieflend (oder ggf. auch schon zu ei- 
nem geeigneten frtiheren Zeitpunkt) in einem Vereinzelungs- 
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schritt in die einzelnen die Trager 1 bildenden Montagef elder 
aufgetrennt. Die Vereinzelung kann beispielsweise durch ei- 
nen Stanz-, Laserschneid- oder Atzschritt erfolgen. 

Je nach Bedarfsfall kann die erf indungsgemalie Anordnung un- 
terschiedliche Leistungsmerkmale aufweisen. Typischerweise 
kann ein 10 W Leistungshalbleiterlaser (optische Nutzlei- 
stung) mit Betriebsstromen im Bereich von 20 bis 40 A verwen- 
det werden. Zur AbfUhrung der thermischen Verlustleistung, 
die in diesem Beispiel etwa 20 bis 40 Watt betragt, konnen 
bis zu 120 Liter Wasser pro Stunde eingesetzt werden. Mit 
der erf indungsgemalien Anordnung sind auch hohere optische 
Nutzleistungen von 20 W und mehr realisierbar . 

Die erf indungsgemafie Anordnung kann in vielen technischen Be- 
reichen zur Anwendung kommen, wobei insbesondere an ihren 
Einsatz als leistungsstarke optische Pumplichtquelle fur ei- 
nen NdrYAG oder YtrYAG Laser gedacht ist. 
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1. Anordnung mit einem lichtemlttierenden Leistungshalblei- 
terbauelement (3), das auf einer metallischen Tragerstruktur 
(1) iinter Ausbildung eines guten Warmeiibergangskontaktes an- 
gebracht ist, gekennzeichnet durch 

einen Kunststof f schutzkorper (9), der das Leistungshalblei- 
terbauelement (3) in Art einer Kappe unter Aussparung eines 
Lichtaustrittsbereichs (8) umgibt. 

2, Anordnung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Tragerstruktur (1) ein aus eineia panel- oder bandfor- 
migen Metallblech, insbesondere einem Leadframe gefertigtes 
Vereinzelungsteil/ insbesondere Stanzteil ist. 
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3. Anordnung nach einem der Anspruche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali die Tragerstruktur (1) mit einem KUhlmedium, insbesondere 
Wasser in thermischem Kontakt steht und von diesem ziomindest 
teilflachig urn- oder angestromt wird. 
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4. Anordnung nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Tragerstruktur (1) mit einem Mikrokanale und/oder Mi- 
krolamellen (6) aufweisenden Warmeaustauschkorper versehen 
ist . 
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5. Anordnung nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi der Warmeaustauschkorper in unmittelbarer Nahe des Lei- 
stungshalbleiterbauelements (3) an der dem Leistungshalblei- 
terbauelement (3) abgewandten . Seite der Tragerstruktur (1) 
angebracht ist. 

6. Anordnung nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet. 
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daB der Kunststof f schutzkorper (9) aus einem Thermoplast oder 
einem Duroplast besteht. 

7, Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprliche, 
5 dadurch gekennzeichnet, 

daB der Kunststof f schutzkorper (9) durch Anspritzen an die 
Tragerstruktur (1) angeformt wird und das Leistungshalblei- 
terbauelement (3) bis auf den ausgesparten Lichtaustrittsbe- 
reich (8) seitlich und deckenseitig im wesentlichen formbun- 
0 dig umschlieBt. 

8. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprliche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Kunststof f schutzkorper (9) ein vorgef ertigtes GuBteil 
5 Oder Spritzteil ist. 

9* Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafl der Kunststof f schutzkorper (9) aus einem im Wesentlichen 
0 opaken Kunststof fmaterial besteht. 

10, Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprliche , 
dadurch gekennzeichnet, 

daB im Kunststof f schutzkorper (9) dispergierte FUllstof fpar- 
5 tikel, insbesondere Glaspartikel vorhanden sind. 

11. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
gekennzeichnet durch 

einen optisch an das lichtemittierende Leistungshalbleiter- 
0 bauelement (3) angekoppelten Lichtwellenleiter (8), der das 
emittierte Licht aus dem Kunststof f schutzkorper (9) heraus- 
f Uhrt . 
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12. Anordnung nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Lichtwellenleiter (8) an seinen beiden Langsseiten 
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mit einer Beschichtung, insbesondere Si02-Beschichtung, zur 
Strahlftihrung versehen ist- 

13 . Anordnung nach einem der Ansprtiche 11 oder 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafl in dem Lichtwellenleiter (8) eine eine Mehrzahl von Ein- 
zellichtwellenleitern realisierende Lichtwellenf iihrungsstruk- 
tur ausgebildet ist. 

14. Anordnung nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB beztlglich eines Einzellichtwellenleiters die optische 
Eintritts- und die optische Austrittsquerschnittsf lache un- 
terschiedlich groB sind und/oder dafl beztlglich mehrerer Ein- 
zellichtwellenleiter die geometrische Anordnung der optischen 
Eintrittsquerschnittsf lachen unterschiedlich zu der geometri- 
schen Anordnung der Austrittsquerschnittsf lachen ist. 

15. Anordnung nach einem der Anspriiche 11 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB zur optischen Ankopplung des Lichtwellenleiters (8) an 
das lichtemittierende Leistungshalbleiterbauelement (3) im 
Strahlengang zwischen dem Leistungshalbleiterbauelement (3) 
und dem Lichtwellenleiter (8) eine insbesondere reflektive 
oder diffraktive Optik vorgesehen ist. 

16. Anordnung nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Optik durch eine Zylinderlinse (7) realisiert ist. 



17, Anordnung nach einem der Anspriiche 11 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafl der Bereich zwischen dem lichtemittierenden Leistungs- 
halbleiterbauelement (3) und dem Lichtwellenleiter (8) zumin- 
dest abschnittsweise mit einem transparenten Kunststoff, ins- 
besondere Silikon gefilllt ist oder in Art einer Luftkaonmer 
ausgebildet ist. 
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18. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi es sich bei dem lichtemittierenden Leistungshalbleiter- 
bauelement (3) um einen Halbleiterlaser , insbesondere Halb- 
leiterlaserbarren handelt. 

19. Verfahren zur Herstellung einer nach einem der vorherge- 
henden AnsprUchen gebildeten Anordnung, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi in einem ersten Schritt das lichtemittierende Leistungs- 
halbleiterbauelement (3) an die Tragerstruktur (1) angebracht 
und elektrisch kontaktiert wird, 

dali in einem zeitlich vor oder nach dem ersten Schritt aus- 
fahrbaren zweiten Schritt entweder ein Lichtwellenleiter (8) 
Oder alternativ ein Abstandsteil an der Tragerstruktur (1) 
festgelegt wird, und 

dafi in einem dritten Schritt die Tragerstruktur (1) mit 
lichtemittierendem Leistungshalbleiterbauelement (3) einer 
den Kunststof f schutzkorper (9) bildenden Kunststof fmasse um- 
spritzt und, sofern vorhanden, das Abstandsteil entfernt 
wird. 

20. Verfahren nach Anspruch 19, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Tragerstruktur zumindest in dem ersten Schritt als 
Montagefeld in einem flachigen Metallblech (Leadframe) reali- 
siert ist, und dafi in einem spater erfolgenden Vereinzelungs- 
schritt eine Auftrennung des Metallbleches in die einzelnen 
Anordnungen erfolgt. 

21. Verfahren nach einem der Ansprtiche 19 oder 20, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi im zweiten Schritt ein Lichtwellenleiter (8) an der Tra- 
gerstruktur (1) festgelegt wird, 

dafi dieser im dritten Schritt vollstandig in den Kunststoff- 
schutzkorper (9) eingehUllt wird, und 
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dafi in einem vierten Schritt eine Lichtaustrittsf lache des 
Lichtwellenleiters (8) im Bereich des Auiienumf angs des Kunst- 
stof f schutzkorpers (9) freigelegt wird. 

22. Verfahren nach Anspruch 21, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB im Rahmen des vierten Schrittes zuin Freilegen der Licht- 
austrittsf lache des Lichtwellenleiters (8) ein integral am 
Kunststof fschutzkorper angeformter Kunststof fOberstand (16) 
abgebrochen wird. 

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 21 oder 22^ 
dadurch gekennzeichnet, 

daB nach dem vierten Schritt die freigelegte Lichtaustritts- 
flache des Lichtwellenleiters (8) poliert wird. 
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Zusammenf assung 

Anordnung mit lichtemittierendem Leistungshalbleiterbauele- 
ment sowie Verfahren zur Herstellung derselben 

Ein lichtemittierendes Leistungshalbleiterbauelement (3) ist 
unter Ausbildung eines guten Warmeubergangskontaktes auf ei- 
ner metallischen Tragerstruktur (1) angebracht. Ein Kunst- 
stof f schutzkorper (9) umgibt das Leistungshalbleiterbauele- 
ment (3) unter Aussparung eines Lichtaustrittsbereichs (8) in 
Art einer Kappe. 




(Fig. 1) 
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Bezugszeichenliste 



1 Trager 

2 Metallasche 

3 Leistungshalbleiterlaser 
4a, b Bondleitungen 

5a, b KUhlmittelzu-Zablauf 

6 Lamellen 

7 Zylinderlinse 

8 Lichtwellenleiter 

9 Schutzgehause 

10 Kante des Schutzgehauses 

11 Montageof fnung 
12a, b Mo-Folien 

13 emittierende Laserkante 

14 Lichteintrittsf lache 

15 Verankerungsausnehmung 

16 Kunststof fUberstand 

17 transparenter Kunststoff 

A Mittellangsachse 

X Einzelheit 

Y Einzelheit 

Z Strahlengang 



